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【57】申請專利範圍
1.　一種製造半導體元件的方法，所述方法包括：
在基底中形成多個第一溝槽，所述多個第一溝槽在第一水平方向上彼此間隔開，且所述

多個第一溝槽中的每一者在與所述第一水平方向正交的第二水平方向上延伸；

形成填充所述多個第一溝槽的多個第一填充層，所述多個第一填充層中的每一者具有延

伸成自所述基底突出的突出部使得所述基底的頂表面位於所述多個第一填充層中的每一

層的頂表面與底表面之間；

在所述多個第一填充層的所述突出部的側壁上形成間隔件，所述間隔件露出所述基底的

處於所述多個第一填充層中的相鄰第一填充層之間的部分，其中間隔件材料與基底材料

不同；

藉由對所述基底的被所述間隔件露出的所述部分進行蝕刻，在所述多個第一溝槽之間形

成多個第二溝槽；

形成多個第二填充層，所述多個第二填充層填充所述多個第二溝槽且具有與所述基底的

頂表面位於相同水準處的頂表面；

將所述多個第一填充層及所述間隔件全部移除；

形成共形地覆蓋所述多個第一溝槽的內壁的閘極材料層；

藉由將所述閘極材料層分離，在所述多個第一溝槽中的每一者中形成一對閘極結構；以

及

在所述多個第一溝槽中的每一者中的所述一對閘極結構之間形成第三填充層。

2.　如請求項 1所述的方法，其中所述形成所述多個第一填充層包括：
利用第一填充層材料填充所述多個第一溝槽；以及

將所述基底的上部部分移除第一厚度以露出所述突出部的側壁。

3.　如請求項 1所述的方法，其中所述形成所述間隔件包括：
形成共形地覆蓋所述基底及所述突出部的所述間隔件材料；以及
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對所述間隔件材料進行部分蝕刻，以露出所述基底的處於所述多個第一填充層中的相鄰

第一填充層之間的部分。

4.　如請求項 1所述的方法，其中：
所述多個第一填充層中的每一者是犧牲膜；

所述多個第二填充層中的每一者是包含絕緣材料的元件隔離膜；且

所述第三填充層是磊晶生長層。

5.　如請求項 1所述的方法，其中：
所述多個第一填充層中的每一者是犧牲膜；且

所述多個第二填充層及所述第三填充層中的至少一者包含導電材料。

6.　如請求項 5所述的方法，其中所述多個第二填充層中的每一者的部分包括在所述第二水
平方向上延伸且包含所述導電材料的屏蔽結構。

7.　如請求項 1所述的方法，其中：
所述多個第一溝槽中的每一者在所述第一水平方向上的寬度大於所述多個第二溝槽中的

每一者在所述第一水平方向上的寬度；且

所述多個第一溝槽中的每一者的底表面的垂直水準被定位成高於所述多個第二溝槽中的

每一者的底表面的垂直水準。

8.　如請求項 1所述的方法，其中所述一對閘極結構中的每一者在所述第一水平方向上的寬
度實質上等於所述閘極材料層的厚度。

9.　如請求項 1所述的方法，其中：
在所述基底中，被所述多個第二填充層環繞的多個主動區在所述第一水平方向上具有長

軸；且

所述主動區的所述長軸的方向與所述一對閘極結構延伸的方向正交。

10.   如請求項 1所述的方法，其中所述一對閘極結構中的每一者是構成垂直通道電晶體的字
元線。

圖式簡單說明

結合附圖根據以下詳細說明將更清楚地理解本發明概念的實施例，在附圖中：

圖 1是示出根據本發明概念實施例的製造半導體元件的方法的方塊圖。
圖 2是示出根據本發明概念實施例的半導體元件的胞元區的主要組件的佈局圖。
圖 3A至圖 3U是示出根據本發明概念實施例的製造半導體元件的方法、沿著圖 2所示線 X-
X’截取的剖視圖。
圖 4是示出根據本發明概念實施例的製造半導體元件的方法的方塊圖。
圖 5A至圖 5K是示出根據本發明概念實施例的製造半導體元件的方法、沿著圖 2所示線 X-
X’截取的剖視圖。
圖 6是示出根據本發明概念實施例的半導體元件的胞元區的主要組件的佈局圖。
圖 7是根據本發明概念實施例沿著圖 6所示線 X-X'截取的橫截面配置的剖視圖。
圖 8是示出根據實施例的半導體元件的佈局圖。
圖 9是根據本發明概念實施例沿著圖 8所示線 X-X'及 Y-Y'截取的配置的剖視圖。
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